
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lösungen 

 

Klausur Elektronik 1 für PE WS 98/99 
 
 

Anmerkungen 
 

Die Lösungen sind z.T. ausführlicher kommentiert und diskutiert als 
es während einer Klausur möglich ist 
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1.1 Kennlinie ( )I f U=  
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1.2 
 
 
 

 
Stromstärke I1  für die Spannung U1  
 

U1 10=  V   →  I1 =  75 mA1  

 
 

1.3 
 
 
 

 
Anwendungsbeispiel für eine Reihenschaltung mehrerer Dioden 
 
Spannungsstabilisierung auf Uconst  V≈ 3  bei definiertem Temperatur-
verhalten von ca. −8 mV K . 



EL1_WS98_Loe.doc    22.11.2009  
 

9

 

2 
 

2.1 Transferkennlinie ( )U f Ia e=  

0
1
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10

0,0009 0,00095 0,001 0,00105 0,0011

Ua

V
↑

→ Ie A
 

 ↑         ↑              ↑ 
     ( )Ua 0 9 6 66, , mA  V=                  ( )Ua 1 6 7 mA  V= ,                  ( )Ua 1 1 6 74, , mA  V=  
 
 

2.2 Maximale relative Schwankung δ  der Ausgangsspannung Ua  
 

δ = ⋅ =
−

⋅ =
ΔU
U

a

a0
100 6 74 1 19

MAX

 %  V  6,66 V
6,7 V

100 %  %, ,  

 
 

2.3 Zwischen den Klemmen A, B wirkender Ausgangswiderstand Za  
 

  Z U
Ia

a

a
= =

Δ
Δ

Ω400  

 
 Der an den Ausgangsklemmen wirkende Quellwiderstand = Ausgangs-

widerstand Za  wird nur vom differentiellen Zenerwiderstand rZ = 400 Ω  
bestimmt. 
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3.1 Arbeitspunktwerte UBEA  und UCEA  
 
 
 UBEA V ≈  0 6,  
 UCEA V =  8  
 
 
 

3.2 Amplitude der Ausgangsspannungen uaC(t), uaE(t), Zeitverläufe 
 
 
 uaC V ≈  0 5,  
 uaE V ≈  0 5,  
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4 

 
 

4.1 Abb. 3u, Abb. 4i weisen keine Koppelkondensatoren auf.  
 
Die Schaltungen arbeiten trotzdem korrekt. In beiden Schaltungen wird 
die Gate-Vorspannung über den Gatewiderstand 1 M direkt 
eingekoppelt (in guter Näherung: 1 M ist gleichstrommäßiger Kurz-
schluss, aber wechselstrommäßiger Leerlauf). 

 
 

4.2 Arbeitspunktwerte UGSA  und UDSA  
 
  spannungsgespeiste Ver-

stärkerschaltung (Abb. 4u) 
stromgespeiste Verstär-
kerschaltung (Abb. 4i) 

 UGSA V   1 1 
 UDSA V   3 3 
 
 

4.3 Ausgangswiderstände a aD aZ u i  für die spannungsgespeiste Schal-
tung (Abb. 4u) und für die stromgespeiste Schaltung (Abb. 4i)! 

 
 Ausgangswiderstand am Drain-Anschluss, allgemein: 

 
a DZ R  

 
 

 Ausgangswiderstand am Drain-Anschluss, zahlenmäßig: 
 
  spannungsgespeiste Verstär-

kerschaltung (Abb. 4u) 
stromgespeiste Verstärker-

schaltung (Abb. 4i) 
 aZ    10 k 10 k 
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5.1 Wechselspannungsverstärkung v u uu a e npn   der Emitter-Schaltung 
 

  v R
ru

C

BE
 npn  

  

 
 
 

5.2 Widerstände am Gate- und am Drain-Anschluss der Source-Schaltung 
 

Näherungsweise die gleiche Wechselspannungsverstärkung  
 

v vu u npn  JFET  


  
 R
r

S RC

BE
D   C

D
BE

R
R

Sr


  

 
und gleicher Eingangswiderstand  
 
Z Ze e npn  JFET  BE Gater R  
 
 
 
 

 
 


